PODZESPOLY

Fotografia 1. Nowa przetwornica firmy Power Integrations wraz z projektem referencyjnym zasilacza

Przetwornice o ekstremalnie
matym poborze mocy

Projektujqc urzqdzenia elekironiczne inzynierowie muszq coraz
bardziej wytezaé umysly, aby spelni¢ wymagania najnowszych
norm, takich jak Energy Star, dotyczqcych calkowitego poboru
mocy w lrybach aktywnym i czuwania urzqdzenia. Z pomocq
przychodzi firma Power Integrations, ktéra niedawno zaprezentowala
nowq rodzine scalonych przetwornic przeznaczonych do zasilania
urzqdzen w trakcie spoczynku lub do realizacji systeméw zasilania

Amerykanska firma Power Integrations
od wielu lat dostarcza innowacyjne ukla-
dy zasilania, koncentrujgc si¢ na podze-
spolach o malych stratach mocy, syste-
mach odnawialnej

energii i transmisji
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zZapasowego.

mocy. Jej produkty obejmuja rozwigza-
nia o mocy znamionowej od miliwatéw
do megawatéw. Nowa rodzina przetwor-
nic InnoSwitch-EP pozwala na dostar-
czanie nawet 24 W, 27 W lub 35 W mocy

Dodatkowe informacje:
GAMMA Sp. z 0. o.
ul. Kacza 6 lok. A, 01-013 Warszawa
tel. 22 862 75 00, faks 22 862 75 01
e-mail info@gamma.pl, www.gamma.pl

(w zalezno$ci od wersji), przy zachowaniu
bardzo matego poboru pradu zasilajacego
w momencie, gdy wyjscie przetwornicy nie
jest obciazone.

Zastosowane technologie

Rodzina uktadéw InnoSwitch-EP obejmu-
je trzy podzespoly oznaczone INN2603,
INN2604 i INN2605. Sg to scalone prze-
twornice zaporowe, ktére moga pracowac



Przetwornice o ekstremalnie matym poborze mocy

Napiecie wejsciowe/Model INN2603K INN2604K INN2605K
230 V,. +15% 24 W 27 W 35 W
85...265 V.. +15% 15 W 20 W 25 W
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Rysunek 2. Przetwornica InnoSwitch-EP

w trybie stabilizacji napieciowej lub prado-
wej. Dzigki zastosowaniu wbudowanego,
kluczujacego tranzystora mocy MOSFET
0 napieciu znamionowym 725 V, synchro-
nicznego prostowania i precyzyjnego mo-
nitorowania napiecia i pradu wyj$ciowe-
go, nowe uklady nie tylko mogg postuzyc
do ré6znorodnych aplikacji, wymagajacych
stabilnego zasilania i duzej sprawnosci, ale
tez dobrze zabezpieczaja urzadzenie przed
skokami napigcia i przecigzeniem. Wazne
sg tez ochrona nadnapieciowa wyjscia, za-
bezpieczenie termiczne oraz redukcja jitte-
ru czestotliwo$ci w celu zmniejszenia EMI.

Nowe przetwornice blyskawicznie
dostosowujg sie do zmian obcigzenia, eli-
minujgc tzw. zjawisko ,shoot-through”,
zaréwno w trakcie pracy w trybie ciaglym,
jak i niecigglym. Tym samym zapewniajg
prad dokladnie wtedy, kiedy jest potrzeb-
ny, a jednoczesnie utrzymujac pob6r mocy
przy braku obcigzenia, na poziomie nie
wyzszym niz 10 mW. Uklady InnoSwitch
w czasie startu wykorzystujg prad pobie-
rany ze zrodla wysokiego napiecia, pola-
czonego z drenem tranzystora kluczuja-
cego, eliminujgc koniecznos$¢ stosowania
elementéw

zewnetrznych startowych.

Wykorzystanie uzwojenia pomocnicze-
go, zmniejsza pobér mocy bez obcigzenia
i zwigksza wydajnos¢ systemu podczas
normalnej pracy.

Istotne jest takze, ze wykorzystana
w nowych przetwornicach technologia
FluxLink pozwala wyeliminowa¢ z kon-
strukcji transoptory realizujgce sprzezenie
optyczne, ktére najczeSciej sa przyczynag
degradacji parametréw podzespoléw zasi-
lania w czasie jego uzytkowania. FluxLink
pozwala na precyzyjng kontrolg unika-
jac kompromiséw dotyczacych doklad-
noSci, charakterystycznych dla regulacji
po stronie pierwotnej. Ponadto, w przeci-
wienstwie do przetwornic regulowanych
po stronie pierwotnej, rozwigzania oparte
na ukladzie InnoSwitch sa regulowane

po stronie wtérnej i sa z natury mniej
wrazliwe na tolerancje podzespoléw ze-
wnetrznych, takich jak transformatory,
diody, rezystory i kondensatory. Skutkuje
to znacznym zwigkszeniem wydajno$¢ pro-
dukcji i obniza catkowite koszty aplikacji.
W poréwnaniu do rodziny InnoSwitch-CH,
przetwornice InnoSwitch-EP  pozwala-
ja na swobodng regulacje poziomu pradu
wyjsciowego za pomoca zewngtrznego ele-
mentu sterujacego (rezystora).

W efekcie uktady serii InnoSwitch-EP
$wietnie nadajg sig do zasilania wszelkiego
rodzaju nowoczesnych urzadzen elektro-
nicznych, a przede wszystkim elektroniki
konsumenckiej, komputeréw przenosnych,
urzadzen telekomunikacyjnych oraz syste-
mow ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Rezultaty
Nowe uklady pozwalaja producentom

elektroniki konsumenckiej na spelnie-
nie rosngcych wymagan stawianych od-
nosnie catkowitego poboru mocy (TEC

— Total Energy Consumption), okreslanych
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Rysunek 3. Rozktad wyprowadzen ukta-
doéw InnoSwitch-EP

w ramach réznych standardéw. Wéréd nich
m.in. standardu Energy Star, a w tym jego
najnowszej, siédmej wersji dla monitoréw
komputerowych oraz wymagan California
Energy Commission, European Union Code
of Conduct (CoC) Version 5, Tier 2 i nad-
chodzgcego standardu amerykanskiego
Departamentu Energii (DoE 6), ktére stang
sie obowigzkowe juz w lutym 2016 r.

Implementacja ukladéw InnoSwitch-
EP w nowych projektach jest bardzo
prosta, co udalo sie uzyska¢ dzieki mi-
nimalizacji dodatkowych komponentéw,
potrzebnych w projekcie. Jest to zarazem
czynnik umozliwiajgcy zaréwno zmniej-
szenie rozmiaréw budowanego urzadzenia,
jak i obnizenie jego kosztow. W efekcie,
w oparciu o przetwornice InnoSwitch-EP
mozliwe jest budowanie zasilaczy o mocy
20 W i sprawno$ci na poziomie 90% w bar-
dzo szerokim zakresie obcigzen oraz przy
jednoczesnym obnizeniu catkowitego po-
boru mocy w czasie spoczynku ponizej
30 mW. Dowodem na ten fakt jest projekt
referencyjny zasilacza 12 V na napiecie
wejsciowe 85...265 V.,
przez producenta.

przygotowany

Przetwornice InnoSwitch, dzieki zdol-
nosci do precyzyjnej regulacji pradu, moga
rowniez postuzyé do zasilania diod LED
mocy, zachowujac niezmienne parametry
przez wiele lat ciagglej pracy zasilaczy.
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Rysunek 4. Typowy schemat zasilacza z nowa przetwornica
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